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Description
Domaine technique

La présente invention a pour objet un collecteur
d'électrons comportant des anodes commandables in-
dépendamment les unes des autres.

Etat de la technique antérieure

On rencontre un collecteur d'électrons, par exem-
ple, dans les écrans fluorescents & micropointes, tels
que ceux décrits dans les brevets FR-A-2 633 763, FR-
A-2633765 et US-A-4763 187, ainsique dans les struc-
tures de type VFD décrites dans l'article de K. MORI-
MOTO et al. ("Proceedings of Japan Display 86", pages
516 4 519), intitulé "320x200 - Pixel Color Graphic FLV
FD".

La structure et le principe de fonctionnement d'un
collecteur selon l'art antérieur sont représentés sur les
figures 1a, 1b et 2, I'exemple pris étant celui d'un écran
fluorescent & micropointes.

La figure 1a rappelle, en perspective, les éléments
constitutifs d'un exemple d'un tel écran, essentiellement
une anode et une cathode disposées en regard. La ca-
thode comporte un premier substrat 10, en verre par
exemple, sur lequel sont disposées des colonnes con-
ductrices 12 (conducteurs cathodiques en oxyde d'étain
et d'indium par exemple) supportant des micropointes
14 métalliques, en molybdéne par exemple. Les colon-
nes 12 croisent des lignes conductrices perforées 16
(grilles), en niobium par exemple.

Toutes les micropointes 14 positionnées a un croi-
sement d'une ligne 16 et d'une colonne conductrice 12
ont leur sommet sensiblement en face d'une perforation
de la ligne 16. Les conducteurs cathodiques 12 et les
grilles 16 sont séparés par une couche isolante 18 en
silice par exemple, pourvue d'ouvertures permettant le
passage des micropointes 14.

L'anode comporte un second substrat 20 isolant, en
verre par exemple, qui supporte des bandes conductri-
ces 22, recouvertes de matériaux luminescents.

Au moins un des deux substrats (10 ou 20) doit &tre
transparent.

Une premiére série de ces bandes 22 est recouver-
te par un matériau 24 luminescent dans le rouge, Y,0,S
dopé Eu par exemple, une deuxiéme série de ces ban-
des 22 est recouverte par un matériau 26 luminescent
dans le vert, ZnS dopé CuAl par exemple, la derniére
série de bandes 22 est recouverte par un matériau 28
luminescent dans le bleu, ZnS dopé Ag par exemple.

Les bandes 22 des différentes séries sont alternées
et distantes les unes des autres, par exemple équidis-
tantes.

Chaque triplet formé par une anode de chaque sé-
rie est approximativement en vis-a-vis d'une grille 16 (li-
gne). Chaque croisement d'une grille 16 et d'un conduc-
teur cathodique 12 forme un pixel trichrome.
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Avantageusement, une couche résistive (non re-
présentée) peut étre intercalée entre les micropointes
et les conducteurs cathodiques.

La figure 1b est une représentation en coupe, sui-
vant aa' (figure 1a).

La figure 2 précise le fonctionnement d'un tel en-
semble. Les trois couleurs sont adressées successive-
ment, par exemple selon un mode séquentiel. Pour
adresser la couleur verte, on polarise les bandes 22,
correspondantes, par exemple & 200 volts, alors que
I'on maintient les bandes recouvertes des matériaux lu-
minescents émettant dans les couleurs rouge 24 et
bleue 28 & un potentiel inférieur & leur seuil d'excitation.
On fait ensuite de méme pour le rouge puis pour le bleu.
Les tensions indiquées sur la figure 2 pour la colonne
12 (0 V) etlaligne 16 (+70 V), le sont évidemment & titre
d'exemple. L'adressage correspond a la focalisation
des électrons émis par la cathode sur la bande d'anode
22 sélectionnée, ce qui provoque la fluorescence du
matériau 26 correspondant. Ce type de fonctionnement
est dit "fonctionnement d'anode commutée".

Par rapport & la structure classique dans laquelle
les trois couleurs sont adressées simultanément, la
structure décrite ci-dessus posséde trois avantages
essentiels :

- un nombre réduit de circuits d'adressage de con-
ducteurs cathodiques (1 conducteur cathodique
pour trois bandes rouge-vert-bleu d'anodes au lieu
de 1 conducteur cathodique par bande d'anode),

- unemoindre précision nécessaire pour l'alignement
entre anode et cathode,

- une plus grande résolution.

L'inconvénient majeur de cette structure est que la
tension d'excitation de I'anode (ou tension d'anode) qu'il
est possible d'appliquer est limitée du fait des risques
de claquage existant entre la couleur polarisée (celle
polarisée a 200 V dans l'exemple de la figure 2) et les
autres couleurs maintenues a un potentiel proche de ce-
lui des pointes (celles polarisées & 0 V dans I'exemple
de la figure 2).

Cette limitation est génante car il est, d'autre part,
bien connu de I'homme de l'art que le rendement lumi-
neux des bandes conductrices 22 de l'anode est
d'autant plus grand que leur tension d'excitation est éle-
vée.

Un autre inconvénient, illustré sur la figure 2, ou les
références 1 & 8 désignent des trajectoires d'électrons,
estqu'une partie des électrons ne va pas sur le matériau
luminescent 26, mais directement sur les bords des pis-
tes conductrices 22 (voir figure 2, trajectoires 1, 7 et 8).
Le rendement lumineux de I'écran se trouve ainsi affai-
bli.

Ces problémes ne sont pas spécifiques aux écrans
fluorescents a micropointes. On se reportera, a titre d'il-
lustration, a la figure 3, plus générale, ou est représenté
en coupe un collecteur d'électrons selon I'art antérieur.
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Il comporte un substrat 20, qui s'étend suivant la direc-
tion x'x, mais aussi perpendiculairement au plan de la
figure.

Deux bandes conductrices 22-1 et 22-2 y sont re-
présentées (elles s'étendent elles aussi perpendiculai-
rement & la figure 3), qui sont portées chacune a un po-
tentiel variable permettant de définir, pour chaque ban-
de, un état collecteur ou non collecteur d'électrons. Ces
derniers sont émis par une cathode située en regard des
bandes 22, mais non représentées sur la figure 3. Pour
ce type de collecteur, on rencontre les deux mémes pro-
blémes que dans le cas de I'écran fluorescent :

1. Risque de claquage entre deux pistes conductri-
ces voisines, lorsque I'une est dans un état collec-
teur d'électrons et I'autre est dans un état non col-
lecteur, donc lorsque la différence de potentiel entre
les deux est élevée.

Sur lafigure 3, on a représenté quelques lignes

de champ 30 entre ces deux bandes. Les claquages
sont plus spécialement amorcés du fait d'un resser-
rement des lignes de champ sur le bord A des pistes
conductrices 22. Le vide entre les bandes conduc-
trices 22 est particulierement propice a la propaga-
tion de tels claquages, puisque la constante diélec-
trique du vide est égale & 1.
2. Etalement des trajectoires électroniques sur tou-
te la largeur de la piste collectrice, et méme jusque
sur les bords de la piste, 1a ou celle-ci s'incline vers
le substrat (également dans la zone A).

Ceci conduit & une moins bonne "focalisation"
du faisceau d'électrons sur la piste sélectionnée et,
lorsque la piste est recouverte d'un matériau cible,
a un rendement électronique affaibli.

Le document EP-635 865, cité au titre de 'Art. 54
(3), (4), décrit un dispositif de visualisation a effet de
champ.

Exposé de l'invention

La présente invention a justement pour but de re-
médier & ces inconvénients en améliorant la structure
d'un tel collecteur d'électrons. Le résultat pratique, dans
le cas particulier des écrans fluorescents, est une amé-
lioration de la brillance de I'écran. On peut aussi obtenir
une amélioration du contraste lorsque I'écran est sou-
mis & un éclairement extérieur.

De fagon précise, la présente invention a pour objet
un collecteur d'électrons comportant une anode consti-
tuée d'un substrat sur lequel sont déposées des bandes
conductrices, portées chacune a un potentiel variable
qui permet de les mettre dans un état collecteur ou non
collecteur, chacune de ces bandes comportant une par-
tie centrale délimitée par des bords, caractérisé en ce
qu'un bouclier de matériau diélectrique est déposé sur
un bord au moins de chaque bande conductrice, ce ma-
tériau diélectrique présentant une constante diélectri-
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que permettant une réduction du champ électrique au
bord des bandes conductrices sur lesquelles il est dé-
posé.

Avantageusement, un tel collecteur est caractérisé
en ce qu'une couche de matériau diélectrique est dépo-
sée sur chaque bord de chaque bande conductrice.

La ou le matériau diélectrique (appelé aussi bou-
clier) est déposé en contact avec une bande conductri-
ce, deux effets techniques essentiels sont obtenus.

En premier lieu, le champ électrique sur le bord de
la bande conductrice en contact avec le matériau dié-
lectrique est réduit par rapport au champ électrique au
méme endroit, dans un dispositif selon l'art antérieur
(c'est-a-dire sans matériau diélectrique). La réduction
est dans un rapport proche de ;— ou g représente la
constante diélectrique du bouclier et g, laconstante dié-
lectrique du vide. Ceci réduit d'autant les risques de cla-
quage. Par conséquent, une tension d'anode plus éle-
vée peut étre appliquée.

En second lieu, 1& ou le matériau diélectrique est en
contact avec le bord d'une bande conductrice, les élec-
trons émis par la cathode vont directement sur la partie
de la piste non recouverte par le bouclier (par exemple
zone B sur la figure 3) ou, dans le cas d'un écran fluo-
rescent, sur le matériau luminescent qui recouvre cette
piste, puisque les bords de la bande conductrice sont
protégés par le diélectrique. L'efficacité de la collecte
des électrons se trouve ainsi améliorée et on peut ob-
tenir une meilleure “focalisation" sur la bande sélection-
née.

Cet effet se trouve encore renforcé si la couche de
matériau diélectrique s'étend au-dela du bord de la ban-
de conductrice sur laquelle elle est déposée, et empiéte
sur la partie centrale de cette bande.

L'invention a aussi pour objet, avec les mémes
avantages que décrits ci-dessus, un collecteur d'élec-
trons comportant une anode constituée d'un substrat
sur lequel sont déposées des bandes conductrices por-
tées chacune a un potentiel variable qui permet de les
mettre dans un état collecteur ou non collecteur, chacu-
ne de ces bandes comportant une partie centrale déli-
mitée par des bords, caractérisé en ce qu'un bouclier
en un matériau diélectrique est déposé sur un bord au
moins de chaque bande conductrice, ce bouclier ne re-
couvrant pas entiérement les espaces entre les bandes,
le matériau diélectrique présentant une constante dié-
lectrique permettant une réduction du champ électrique
au bord des bandes conductrices sur lesquelles le bou-
clier est déposé.

D'autres caractéristiques et avantages de l'inven-
tion apparaitront mieux & la lumiére de la description qui
suit. Cette description porte sur des exemples de réali-
sation, donnés a titre explicatif et non limitatif. Elle se
référe par ailleurs & des dessins annexés, sur lesquels :

- lesfigures 1a et 1b, déja décrites, montrent la struc-
ture d'un collecteur d'électrons selon l'art antérieur,
dans le cas d'un écran fluorescent & micropointes ;
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- lafigure 2, déja décrite, montre les trajectoires des
électrons émis par la cathode, dans le cas d'un col-
lecteur d'électrons selon l'art antérieur ;

- lafigure 3montre la répartition des lignes de champ
entre deux anodes voisines dans le cas d'un collec-
teur d'électrons selon l'art antérieur ;

- les figures 4a & 4e montrent plusieurs structures
possibles d'un collecteur d'électrons selon la pré-
sente invention ;

- lafigure 5 montre la structure d'un collecteur d'élec-
trons selon la présente invention, incorporé dans un
écran fluorescent & micropointes ;

- lafigure 6 montre un mode de réalisation d'une cou-
che diélectrique entre deux bandes conductrices
adjacentes de l'anode d'un collecteur d'électrons
selon l'invention ;

- lafigure 7 montre un exemple de réalisation d'une
couche diélectrique entre deux bandes conductri-
ces adjacentes de l'anode d'un collecteur d'élec-
trons selon l'invention ;

- lafigure 8 montre un autre exemple de réalisation
d'une couche diélectrique entre deux bandes con-
ductrices adjacentes de l'anode d'un collecteur
d'électrons selon l'invention.

Exposé détaillé de I'invention

Un mode préféré de réalisation d'un collecteur
d'électrons selon l'invention est représenté en coupe sur
la figure 4a et en perspective sur la figure 4b. On n'a
évidemment représenté qu'une partie du collecteur, le
motif des figures 4a et 4b pouvant étre répété identique
a lui-méme selon la direction x'x. Le collecteur, ou ano-
de, comporte un substrat 21 isolant (en verre, par exem-
ple) qui s'étend selon la direction x'x et perpendiculaire-
ment au plan de la figure. Le substrat supporte des ban-
des conductrices 23-1 et 23-2 appelées aussi pistes
conductrices, qui s'étendent perpendiculairement au
plan de la figure 4a. Chaque bande comporte une partie
centrale (zone B sur la figure 4a) délimitée par deux
bords (zone A sur lafigure 4a). L'homme du métier sau-
ra choisir, selon I'application envisagée, les dimensions
du substrat et des pistes. Typiquement, pour une appli-
cation a des écrans fluorescents, le substrat a une
épaisseur d'environ 1 mm et les pistes ont une épais-
seur de l'ordre de grandeur du micrométre, ou du dixié-
me de micrométre. Des pistes ayant une largeur d'en-
viron 100 pm pour une distance entre deux pistes d'en-
viron 50 um ont déja été réalisées.

Selon l'invention, une couche 25 d'un matériau dié-
lectrique est déposée surau moins un des bords de cha-
que piste 23-1 et 23-2 et avantageusement sur chacun
des bords. Dans le cas de l'application a des écrans
fluorescents, les matériaux luminescents sont ensuite
déposés sur les pistes conductrices par tout procédé
connu. La couche 25 s'étend suivant une direction per-
pendiculaire au plan de la figure 4a, le long de la piste
sur le bord de laquelle elle est déposée (voir représen-
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tation en perspective sur la figure 4b). Elle peut égale-
ment s'étendre suivant x'x, dans l'espace inter-piste et
recouvrir ainsi une partie de l'espace entre deux pistes
voisines, ainsi qu'illustré sur la figure 4a. Une variante
est illustrée sur la figure 4¢ qui doit également (ainsi que
les figures 4d et 4e) étre comprise comme une vue en
coupe du collecteur d'électrons, I'ensemble substrat-
pistes-couche diélectrique s'étendant, la encore, per-
pendiculairement au plan de la figure. Sur cette figure
4c, ou les références 21, 23-1, 23-2 ont la méme signi-
fication que sur la figure 4a, la couche de matériau dié-
lectrique 27 couvre les bords des pistes 23-1 et 23-2
ainsi que tout l'espace entre ces pistes.

Un autre mode préféré de réalisation de l'invention
est représenté sur la figure 4d, ou la couche 29 de ma-
tériau diélectrique s'étend au-dela du bord de la piste
(23-1, 28-2) sur laquelle elle est déposée, et empiéte
sur la partie centrale de celle-ci. Cet empiétement doit
&tre néanmoins limité pour ne pas trop réduire la surface
couverte par les matériaux luminescents (typiquement,
il sera compris entre un micron et quelques microns).

Une variante est représentée sur la figure 4e, ou la
couche 31 de matériau diélectrique s'étend sur tout I'es-
pace entre les deux pistes 23-1 et 23-2 et au-dela du
bord de chaque piste, en direction de sa partie centrale.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, si on choisit
pour matériau diélectrique 25, 27, 29, 31 un matériau
possédant une constante diélectrique élevée, on obtient
une réduction du champ électrique régnant au bord de
toute piste conductrice 23-1, 23-2 en contact avec le
matériau diélectrique (zone A sur les figures 4a, 4c a
4e) dans un rapport égal & e/e,, ou € est la constante
diélectrique de la couche diélectrique et g, la constante
diélectrique du vide. Ceci réduit d'autant les risques de
claquages, et un écart de tension plus élevé peut étre
de ce fait appliqué entre les pistes 23-1 et 23-2.

Si on choisit par exemple de la silice pour matériau
diélectrique, on aura e/e,=4.

Il sera encore plus avantageux de travailler de pré-
férence avec e/e,>10.

D'autre part, du fait du contact de la couche de ma-
tériau diélectrique avec au moins un bord de la piste 23
correspondante et avantageusement avec les deux
bords, les électrons émis par la cathode vont directe-
ment sur la partie de la piste conductrice paralléle au
substrat (zone B sur la figure 4a ou 4c) et l'effet "de
bord", c'est-a-dire la collecte d'électrons par la partie de
la piste conductrice qui s'incline vers le substrat, est
considérablement réduit. On a, en quelque sorte, une
amélioration de la focalisation des électrons sur la piste
conductrice.

Ces deux effets (réduction du risque de claquage
et meilleure focalisation) sont renforcés lorsque la cou-
che diélectrique déborde Iégérement sur les pistes con-
ductrices (figures 4e, 4d).

Dans le cas particulier non limitatif ou le collecteur
d'électrons selon l'invention est appliqué a un écran
fluorescent a micropointes, on obtient la structure illus-
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trée sur la figure 5, qui représente une vue en coupe de
I'écran, celui-ci s'étendant suivant la direction x'x et per-
pendiculairement au plan de lafigure. L'écran est cons-
titué d'une anode et d'une cathode, cette derniére ayant
la méme structure que dans l'art antérieur décrit ci-
dessus : la cathode comporte un premier substrat 11,
des colonnes conductrices 13 supportant des micro-
pointes 15 métalliques et croisant des lignes conductri-
ces perforées 17 (grilles). Les colonnes et les grilles
sont séparées par une couche isolante 19 (silice, par
exemple), pourvue d'ouvertures permettant le passage
des micropointes 15. Avantageusement, une couche ré-
sistive peut étre intercalée entre les micropointes et les
conducteurs cathodiques.

L'anode comporte un second substrat 40 isolant
(verre, par exemple), qui supporte des bandes conduc-
trices 43.

Au moins I'un des deux substrats (11) et (40) doit
étre transparent.

Une premiére série de ces bandes 43 est recouver-
te par un matériau 45 luminescent dans le rouge, Y,0,S
dopé Eu par exemple, une deuxiéme série de ces ban-
des 43 est recouverte par un matériau 47 luminescent
dans le vert, ZnS dopé CuAl par exemple, la derniére
série de bandes 43 est recouverte par un matériau 49
luminescent dans le bleu, ZnS dopé Ag par exemple.
De plus, une couche de matériau diélectrique 33 est dis-
posée entre les pistes conductrices 43 de I'anode.

De fagon préférée, cette couche diélectrique 33
s'étend légérement au-dela du bord de chaque piste
conductrice 43, en direction de la partie centrale de cette
derniére (comme illustré sur la figure 4d).

Lafigure 5 représente également I'effet de focalisa-
tion dans le cas de I'écran fluorescent a micropointes :
tous les électrons émis par la cathode vont sur le maté-
riau luminescent 47 de la piste 43 sélectionnée et |'effi-
cacité lumineuse de ['écran se trouve améliorée.

Toujours dans le cas de I'écran fluorescent, et afin
d'améliorer le contraste sous éclairement extérieur, on
peut chercher & réduire la réflectivité de l'anode. Ceci
est obtenu en choisissant pour la couche diélectrique
33, de préférence, un matériau absorbant de la lumiére
visible. Ceci peut étre utile, notamment pour l'applica-
tion de l'invention aux écrans d'affichage. Si la couche
33 est transparente, elle sera avantageusement recou-
verte, ainsi qu'illustré sur la figure 6, d'un matériau ab-
sorbant 51. On remarquera que ce matériau 51 n'est
pas nécessairement un matériau isolant. Sur la figure
6, sont également représentées deux pistes conductri-
ces 43 et, sur chacune, une couche 47, 49 de matériau
luminescent.

Un autre exemple de réalisation de la couche dié-
lectrique est décrit sur la figure 7. Sur le substrat en ver-
re 41, des pistes conductrices 43 en oxyde d'indium do-
pé & I'étain (ITO) sont déposées, une couche 47, 49 de
matériau luminescent étant déposée sur chacune de
ces pistes. L'épaisseur des pistes 43 est d'environ 0,2

um.
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Pour former ces pistes, on procéde de la fagon sui-
vante. Une couche d'oxyde d'indium dopé a I'étain (ITO)
estdéposée, par exemple par pulvérisation cathodique.
Des bandes paralléles sont ensuite réalisées dans cette
couche d'ITO en utilisant des techniques connues par
ailleurs, comme par exemple la photolithographie a tra-
vers un masque et la gravure chimique. Dans ce dernier
cas, on peut utiliser un mélange de FeCls-HCl a 50°C,
le temps de gravure étant, dans ces conditions, de I'or-
dre de 2 minutes. La largeur des bandes et la distance
entre deux bandes dépendent de I'application souhai-
tée. Par exemple, dans le cas des écrans fluorescents,
ces paramétres dépendent de la résolution que I'on veut
atteindre. a titre indicatif, des bandes ayant une largeur
de 100 um ont été réalisées avec une distance interban-
de de l'ordre de 50 um.

La couche diélectrique 53 est en silice et a une
épaisseur d'environ 1 um. La silice recouvre les bords
de I''TO sur une largeur de 10 um plus ou moins 5 um
(figure 7). La silice est par exemple déposée par dépét
chimique en phase vapeur (CVD) sur I'ensemble de la
surface. Sa géométrie est ensuite définie en utilisant les
techniques bien connues de photolithographie et de
gravure chimique & partir d'un mélange HF-NH,F.

Des matériaux luminescents peuvent ensuite étre
déposés sur les pistes conductrices par tout procédé
connu.

Selon un autre exemple de réalisation du bouclier
(méme structure des couches que sur la figure 7), le
substrat 41 est en verre, les pistes conductrices 43 sont
en ITO, ou en aluminium (Al). Le procédé de formation
des bandes 43 est le méme que celui qui vient d'étre
décrit ci-dessus. La couche diélectrique 53 est en verre
noir absorbant & bas point de fusion. Elle est déposée
par sérigraphie sur l'ensemble de la surface et son
épaisseur est d'environ 5 um. Sa géométrie est la aussi
définie par les techniques de photolithographie et de
gravure chimique.

Selon un troisieme exemple de réalisation (figure
8), le substrat 41 est en verre, les pistes conductrices
43 en ITO (voir ci-dessus pour le procédé de formation,
et la couche diélectrique 55 en silice, d'une épaisseur
d'environ 1 um. Cette couche 55 est recouverte d'une
couche 57 d'oxyde de chrome noir d'environ 1 um
d'épaisseur. La silice est d'abord déposée par CVD (dé-
pbt chimique en phase vapeur) sur I'ensemble de la sur-
face. Puis une couche 57 d'oxyde de chrome noir est
déposée sur la silice, par exemple par une technique de
pulvérisation cathodique. Cette couche d'oxyde a une
épaisseur d'environ 1 um. Par lithographie et gravure
chimique, on réalise ensuite un motif tel que celuirepré-
senté sur la figure 8.
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Revendications

Revendications pour les Etats contractants
suivants : DE, GB

1. Collecteur d'électrons comportant une anode cons-
tituée d'un substrat (21, 40, 41) sur lequel sont dé-
posées des bandes conductrices (23, 43) portées
chacune a un potentiel variable qui permet de les
mettre dans un état collecteur ou non collecteur,
chacune de ces bandes comportant une partie cen-
trale délimitée par des bords, caractérisé en ce
qu'un bouclier (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) en un ma-
tériau diélectrique est déposé sur un bord au moins
de chaque bande conductrice, ce bouclier ne recou-
vrant pas entiérement les espaces entre les ban-
des, le matériau diélectrique présentant une cons-
tante diélectrique permettant une réduction du
champ électrique au bord des bandes conductrices
sur lesquelles le bouclier est déposé.

2. Collecteur d'électrons selon la revendication 1, un
bouclier en un matériau diélectrique étant déposé
sur chaque bord de chaque bande conductrice.

3. Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 ou 2, le bouclier de matériau diélectrique (25,
27, 29, 31, 33, 53, 55) s'étendant au-dela du bord
de la bande conductrice sur laquelle il est déposé,
et empiétant sur la partie centrale de cette bande.

4. Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 3, le matériau diélectrique (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55) étant en silice.

5. Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 4, le matériau diélectrique (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55) ayant, de plus, des propriétés absorban-
tes de la lumiére visible.

6. Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 4, un matériau absorbant (51, 57) de la
lumiére visible étant déposé sur le matériau diélec-
trique (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55).

7. Collecteur d'électrons selon la revendication 6, le
matériau absorbant (51, 57) étant de I'oxyde de
chrome noir.

8. Ecran fluorescent & micropointes a affichage matri-
ciel comportant une cathode émettrice d'électrons
et un collecteur d'électrons selon I'une des reven-
dications précédentes.
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Revendications pour les Etats contractants
suivants : IT, NL, CH, LI

10.

Collecteur d'électrons comportant une anode cons-
tituée d'un substrat (21, 40, 41) sur lequel sont, dé-
posées des bandes conductrices (23, 43) portées
chacune a un potentiel variable qui permet de les
mettre dans un état collecteur ou non collecteur,
chacune de ces bandes comportant une partie cen-
trale délimitée par des bords, caractérisé en ce
qu'un bouclier (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) en un ma-
tériau diélectrique est déposé sur un bord au moins
de chaque bande conductrice, ce matériau diélec-
trique présentant une constante diélectrique per-
mettant une réduction du champ électrique au bord
des bandes conductrices sur lesquelles il est dépo-
sé.

Collecteur d'électrons selon la revendication 1, un
bouclier en matériau diélectrique étant déposé sur
chaque bord de chaque bande conductrice.

Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 ou 2, le bouclier en matériau diélectrique (25,
27, 29, 31, 33, 53, 55) s'étendant au-dela du bord
de la bande conductrice sur laquelle il est déposé,
et empiétant sur la partie centrale de cette bande.

Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 3, le bouclier en matériau diélectrique
s'étendant également du bord de la bande avec la-
quelle elle est en contact, jusqu'au bord de la bande
voisine.

Collecteur d'électrons selon I'une des revendication
1a 3, le bouclier en matériau diélectrique ne recou-
vrant pas entierement les espaces entre les ban-
des.

Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 5, le matériau diélectrique (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55) étant en silice.

Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 6, le matériau diélectrique (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55) ayant, de plus, des propriétés absorban-
tes de la lumiére visible.

Collecteur d'électrons selon l'une des revendica-
tions 1 & 6, un matériau absorbant (51, 57) de la
lumiére visible étant déposé sur le matériau diélec-
trique (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55).

Collecteur d'électrons selon la revendication 8, le
matériau absorbant (51, 57) étant de l'oxyde de

chrome noir.

Ecran fluorescent a micropointes a affichage matri-
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ciel comportant une cathode émettrice d'électrons
et un collecteur d'électrons selon I'une des reven-
dications précédentes.

Patentanspriiche

Patentanspriiche fiir folgende Vertragsstaaten : DE,

GB

Elektronenkollektor, umfassend eine Anode, gebil-
det durch ein Substrat (21, 40, 41), auf dem elek-
trisch leitende Streifen (23, 43) abgeschieden sind,
von denen jeder mit einem variablen Potential ver-
bunden ist, das sie in einen einsammelnden oder
einen nicht-einsammelnden Zustand versetzen
kann, wobei jeder dieser Streifen einen durch Rén-
der begrenzten mittleren Teil aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

daB eine Abschirmung (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55)
aus einem dielektrischen Material auf wenigstens
einem Rand jedes leitenden Streifens abgeschie-
den ist, wobei diese Abschirmung die Raume zwi-
schen diesen Streifen nicht ganz Gberdeckt und die-
ses dielektrische Material eine dielektrische Kon-
stante aufweist, die eine Reduzierung des elekiri-
schen Feldes am Rand der leitenden Streifen er-
méglicht, auf denen die Abschirmung abgeschie-
den ist.

Elektronenkollektor nach Anspruch 1, wobei eine
Abschirmung aus dielektrischem Material auf je-
dem Rand jedes leitenden Streifens abgeschieden
ist.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
oder 2, wobei die Abschirmung aus dielekirischem
Material (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) sich Uber den
Rand des leitenden Streifens hinaus erstreckt, auf
dem es abgeschieden ist, bis zum zentralen Teil
dieses Streifens.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 5, wobei das dielekirische Material (25, 27, 29,
31, 33, 53, 55) aus Siliciumdioxid ist.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 6, wobei das dielekirische Material (25, 27, 29,
31, 33, 53, 55) auBerdem das sichtbare Licht ab-
sorbierende Eigenschaften hat.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 6, wobei ein das sichtbare Licht absorbierendes
Material (51, 57) auf dem dielekirischen Material
(25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) abgeschieden ist.

Elektronenkollektor nach Anspruch 8, wobei das
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absorbierende Material (51, 57) schwarzes Chrom-
oxid ist.

Mikrospitzen-Fluorenzenzbildschirm mit Matrix-An-
zeige, eine Elektronenemissionsanode und einen
Elektronenkollektor nach einem der vorangehen-
den Anspriche umfassend.

Patentanspriiche fiir folgende Vertragsstaaten : IT,
NL, CH

1.

Elektronenkollektor, umfassend eine Anode, gebil-
det durch ein Substrat (21, 40, 41), auf dem elek-
trisch leitende Streifen (23, 43) abgeschieden sind,
von denen jeder mit einem variablen Potential ver-
bunden ist, das sie in einen einsammelnden oder
einen nicht-einsammelnden Zustand versetzen
kann, wobei jeder dieser Streifen einen durch Ran-
der begrenzten mittleren Teil aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

daB eine Abschirmung (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55)
aus einem dielektrischen Material auf wenigstens
einem Rand jedes leitenden Streifens abgeschie-
den ist, wobei dieses dielektrische Material eine di-
elektrische Konstante aufweist, die eine Reduzie-
rung des elektrischen Feldes am Rand der leiten-
den Streifen ermdglicht, auf denen es abgeschie-
den ist.

Elektronenkollektor nach Anspruch 1, wobei eine
Abschirmung aus dielektrischem Material auf je-
dem Rand jedes leitenden Streifens abgeschieden
ist.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
oder 2, wobei die Abschirmung aus dielekirischem
Material (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) sich Uber den
Rand des leitenden Streifens hinaus erstreckt, auf
dem es abgeschieden ist, bis zum zentralen Teil
dieses Streifens.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 3, wobei die Abschirmung aus dielektrischem
Material sich auch vom Rand des Streifens, mitdem
sie in Kontakt ist, bis zum Rand des benachbarten
Streifens erstreckt.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 3, wobei die Abschirmung aus dielektrischem
Material die Raume zwischen den Streifen nicht
ganz Uberdecki.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 5, wobei das dielektrische Material (25, 27, 29,
31, 33, 53, 55) aus Siliciumdioxid ist.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
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bis 6, wobei das dielekirische Material (25, 27, 29,
31, 33, 53, 55) auBerdem das sichtbare Licht ab-
sorbierende Eigenschaften hat.

Elektronenkollektor nach einem der Anspriiche 1
bis 6, wobei ein das sichtbare Licht absorbierendes
Material (51, 57) auf dem dielekirischen Material
(25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) abgeschieden ist.

Elektronenkollektor nach Anspruch 8, wobei das
absorbierende Material (51, 57) schwarzes Chrom-
oxid ist.

Mikrospitzen-Fluorenzenzbildschirm mit Matrix-An-
zeige, eine Elekironenemissionsanode und einen
Elektronenkollektor nach einem der vorangehen-
den Anspriiche umfassend.

Claims

Claims for the following Contracting States : DE, GB

1.

Electron collector having an anode constituted by a
substrate (21, 40, 41) on which are deposited con-
ductive strips (23, 43), each raised to a variable po-
tential making it possible to bring them into a col-
lecting or non-collecting state, each of these strips
having a central portion defined by edges, charac-
terized in that a layer (25, 27, 29, 31, 33, 53, 55) of
a dielectric material is deposited on at least one
edge of each conductive strip, said layer not entirely
covering the spaces between the strips, the dielec-
tric material having a dielectric constant permitting
a reduction of the electric field at the edge of the
conductive strips on which the layer is deposited.

Electron collector according to claim 1, a dielectric
material layer being deposited on each edge of
each conductive strip.

Electron collector according to one of the claims 1
or 2, the dielectric material layer (25, 27, 29, 31, 33,
53, 55) extending beyond the edge of the conduc-
tive strip on which it is deposited and encroaching
on the central portion of said strip.

Electron collector according to one of the claims 1
to 3, the dielectric material (25, 27, 29, 31, 33, 53,
55) being of silica.

Electron collector according to one of the claims 1
to 4, the dielectric material (25, 27, 29, 31, 33, 53,
55) also having visible light absorbing properties.

Electron collector according to one of the claims 1
to 4, avisible light absorbing material (51, 57) being
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deposited on the dielectric material (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55).

Electron collector according to claim 6, the absorb-
ing material (51, 57) being black chromium dioxide.

Matrix display microtip fluorescent screen having
an electron emitting cathode and an electron collec-
tor according to any one of the preceding claims.

Claims for the following Contracting States : IT, NL,
CH, LI

1.

Electron collector having an anode constituted by a
substrate (21, 40, 41) on which are deposited con-
ductive strips (23, 43), each raised to a variable po-
tential making it possible to bring them into a col-
lecting state or a non-collecting state, each of the
strips having a central portion defined by edges,
characterized in that a dielectric material layer (25,
27, 29, 31, 33, 53, 55) is deposited on at least one
edge of each conductive strip, said dielectric mate-
rial having a dielectric constant permitting a reduc-
tion of the electrical field at the edge of the conduc-
tive strips on which it is deposited.

Electron collector according to claim 1, a dielectric
material layer being deposited on each edge of
each conductive strip.

Electron collector according to one of the claims 1
or 2, the dielectric material layer (25, 27, 29, 31, 33,
53, 55) extending beyond the edge of the conduc-
tive strip on which it is deposited and encroaching
on the central portion of said strip.

Electron collector according to one of the claims 1
to 3, the dielectric material layer also extending from
the edge of the strip with which it is in contact to the
edge of the neighbouring strip.

Electron collector according to one of the claims 1
to 3, the dielectric material layer not entirely cover-
ing the spaces between the strips.

Electron collector according to one of the claims 1
to 5, the dielectric material (25, 27, 29, 31, 33, 53,
55) being silica.

Electron collector according to one of the claims 1
to 6, the dielectric material (25, 27, 29, 31, 33, 53,
55) also having visible light absorbing properties.

Electron collector according to one of the claims 1
10 6, a visible light absorbing material (51, 57) being
deposited on the dielectric material (25, 27, 29, 31,
33, 53, 55).
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Electron collector according to claim 8, the absorb-
ing material (51, 57) being black chromium oxide.

Matrix display microtip fluorescent screen having
an electron emitting cathode and an electron collec-
tor according to one of the preceding claims.
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